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はじめに 磁気光学材料を用いたナノフォトニクスの開拓により、通常の誘電体のみでは実現の難

しい種々の非相反微小光デバイスの創出が期待される。特に、磁気光学材料として物性に優れた

イットリウム鉄ガーネット(YIG)によるナノ光構造の実現が望まれる。しかし YIG は微細加工が

難しく、集束イオンビーム加工[1]やイオンミリング[2]を用いた試みがあるものの、高度な微細加工

には至っていない。今回我々は、YIGに対する新しい微細加工技術として Arとメタン水素の混合

ガスによるドライエッチングを検討し、急峻なエッチング側壁角を実現したので報告する。 

実験結果 実験では ICP-RIE 装置を用い、YIG 基板に対して Ar とメタン水素の混合ガスによるプ

ラズマドライエッチングを行った。YIG 基板上には厚み 600 nm の SiO2を堆積し、電子線リソグ

ラフィーにより幅 500 nm, 1 µm, 3 µm, 5 µmのライン＆スペースパターンに加工することでハード

マスクとして利用した。基本的なエッチング条件としては Ar

および H2の流量を 50 sccm、チャンバー内圧力を 0.7 Pa、エッ

チング時間を 30分とした。同条件下でメタンの流量を変化さ

せつつ、各パターン線幅における SiO2マスクと YIGの加工選

択比を調べた(図 1)。メタンの流量が 10 sccmのとき最も選択

比が向上している。これは、メタン由来の堆積物が YIG に比

べて SiO2に選択的に付着することで保護膜として働いたため

だと推察される。次にメタン流量 10 sccmの条件下で、チャン

バー圧力の最適化を行った。圧力変化に応じてエッチング側壁

角が変化し、圧力が 0.6 Pa のときに 5 µm幅パターンに対して

最も急峻なエッチング側壁角 79°が得られた(図 2)。その他の

パラメータ依存性などの実験結果は当日報告する。 
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Fig. 1 Measured YIG/ SiO2 etching 
selectivity as a function of CH4 
flow rate. 

Fig. 2 Cross section of a 5 µm-wide 
YIG line structure (process pressure 
0.6 Pa). 
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